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(57)【要約】
【課題】めっき処理時に、半導体装置の被処理面の周縁
部に電極が押し付けられても、半導体装置でのクラック
発生を抑制することができる半導体装置を提供する。
【解決手段】実施形態によれば、半導体装置は、構造体
と、段差構造と、シード層と、を備える。前記構造体は
、第１面に半導体素子及び配線層を含むデバイス層を有
し、前記第１面の反対側の面である第２面から前記デバ
イス層に到達する貫通孔が形成された第１基板と、前記
第１面に対向する第２基板と、前記第１基板と前記第２
基板との間に設けられ前記第１基板と前記第２基板とを
貼り合わせる接着層と、を含む。前記段差構造は、前記
構造体の外周に沿う周縁部で前記第１基板が除去され、
平坦部を有する。前記シード層は、前記第１基板が配置
される側の前記構造体を覆うように設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面に半導体素子及び配線層を含むデバイス層を有し、前記第１面の反対側の面であ
る第２面から前記デバイス層に到達する貫通孔が形成された第１基板と、前記第１面に対
向する第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間に設けられ前記第１基板と前記第
２基板とを貼り合わせる接着層と、を含む構造体と、
　前記構造体の外周に沿う周縁部で前記第１基板が除去され、平坦部を有する段差構造と
、
　前記第１基板が配置される側の前記構造体を覆うように設けられる導電性のシード層と
、
　を備える半導体装置。
【請求項２】
　前記平坦部は前記第２基板に形成されている請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記平坦部は前記接着層に形成されている請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１基板の前記第２面に形成されたレジストパターンをさらに備え、
　前記レジストパターンは、周縁部に電極と、前記電極を覆うシール部材と、を有するめ
っき装置の基板保持部の前記シール部材の接触部となり、
　前記平坦部は、前記電極の接触部となる
　請求項２に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記平坦部は、周縁部に電極と、前記電極を覆うシール部材と、を有するめっき装置の
基板保持部の前記電極および前記シール部材の接触部となる請求項２または３に記載の半
導体装置。
【請求項６】
　前記第２面と、前記平坦部と、に形成されたレジストパターンをさらに備え、
　前記平坦部上の前記シード層は、前記電極と接触する電極接触領域となり、
　前記平坦部上の前記レジストパターンは、前記シール部材と接触するシール接触領域と
なる請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１基板の厚さは、３０μｍ未満である請求項５または６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　第１基板の第１面に半導体素子及び配線層を含むデバイス層を形成し、
　前記第１面側に第２基板が設けられるように接着層を介して貼り合わせて構造体を形成
し、
　前記第１基板が所定の厚さとなるまで、前記第１面に対向する第２面側から前記第１基
板を研磨し
　前記第２面側から前記デバイス層に到達する貫通孔を形成し、
　前記構造体の外周に沿う周縁部の前記第１基板を除去して平坦部を含む段差構造を形成
し、
　前記構造体の前記第１基板が配置される面上に、導電性のシード層を形成し、
　第２面にレジストパターンを形成し、
　めっき装置の基板保持部の周縁部に配置される電極を前記平坦部に接触させ、前記電極
を覆うシール部材を前記レジストパターン上に接触させて、めっき処理を実行する半導体
装置の製造方法。
【請求項９】
　第１基板の第１面に半導体素子及び配線層を含むデバイス層を形成し、
　前記第１面側に第２基板が設けられるように接着層を介して貼り合わせて構造体を形成
し、
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　前記第１基板が所定の厚さとなるまで、前記第１面に対向する第２面側から前記第１基
板を研磨し
　前記第２面側から前記デバイス層に到達する貫通孔を形成し、
　前記構造体の外周に沿う周縁部の前記第１基板を除去して平坦部を含む段差構造を形成
し、
　前記構造体の前記第１基板が配置される面上に、導電性のシード層を形成し、
　前記第２面と、前記平坦部と、にレジストパターンを形成し、
　めっき装置の基板保持部の周縁部に配置される電極と、前記電極を覆うシール部材と、
を前記平坦部に接触させて、めっき処理を実行する半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェハの被処理面の周縁部をマスク部材で覆い、マスク部材の内側で電極をウェハの被
処理面に押し付け、ウェハの被処理面を下方に向けた状態で、めっき処理を行うフェイス
ダウン方式の噴流めっき装置が知られている。
【０００３】
　しかしながら、従来技術では、ウェハの厚さが薄くなると、被処理面の周縁部での電極
の押し付けによって、ウェハにクラックが発生する虞がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２４９８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の一つの実施形態は、めっき処理時に、半導体装置の被処理面の周縁部に電極が
押し付けられても、半導体装置でのクラック発生を抑制することができる半導体装置およ
び半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一つの実施形態によれば、半導体装置は、構造体と、段差構造と、シード層と
、を備える。前記構造体は、第１面に半導体素子及び配線層を含むデバイス層を有し、前
記第１面の反対側の面である第２面から前記デバイス層に到達する貫通孔が形成された第
１基板と、前記第１面に対向する第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間に設け
られ前記第１基板と前記第２基板とを貼り合わせる接着層と、を含む。前記段差構造は、
前記構造体の外周に沿う周縁部で前記第１基板が除去され、平坦部を有する。前記シード
層は、前記第１基板が配置される側の前記構造体を覆うように設けられる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態による半導体装置の周縁部分の構成の一例を模式的に示
す一部断面図である。
【図２】図２は、めっき装置の構成の一例を模式的に示す図である。
【図３－１】図３－１は、第１の実施形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示
す一部断面図である。
【図３－２】図３－２は、第１の実施形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示
す一部断面図である。
【図３－３】図３－３は、第１の実施形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示
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す一部断面図である。
【図３－４】図３－４は、第１の実施形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示
す一部断面図である。これらの図では、半導体装置の周縁部分のみを図示している。
【図４】図４は、半導体基板がさらに薄くなった場合のめっき処理の様子を模式的に示す
一部断面図である。
【図５】図５は、第２の実施形態による半導体装置の構成の一例を模式的に示す一部断面
図である。
【図６】図６は、第３の実施形態による半導体装置の構成の一例を模式的に示す一部断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に添付図面を参照して、実施形態にかかる半導体装置および半導体装置の製造方法
を詳細に説明する。なお、これらの実施形態により本発明が限定されるものではない。ま
た、以下の実施形態で用いられる半導体装置の断面図は模式的なものであり、層の厚みと
幅との関係や各層の厚みの比率などは現実のものとは異なる場合がある。さらに、以下で
示す膜厚は一例であり、これに限定されるものではない。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態による半導体装置の周縁部分の構成の一例を模式的に示す一部
断面図である。半導体装置１は、第１基板である処理対象の半導体基板１０と、第２基板
である支持基板２０と、が貼り合わされた構成を有する。半導体基板１０の第１面１０ａ
には、電界効果型トランジスタ、抵抗素子、記憶素子等の様々な半導体素子、および複数
の配線層を含むデバイス層１２が配置されている。半導体基板１０は、第１面１０ａの反
対側の面である第２面１０ｂからデバイス層１２に到達する貫通孔１１が形成されている
。例えば、貫通孔１１の孔底には配線層（図示しない）が露出している。半導体基板１０
は、デバイス層１２が形成される前に比して、研削されて厚さが薄くなっている。半導体
基板１０の厚さは、３０μｍ～１００μｍである。支持基板２０は、めっき処理時に半導
体基板１０が割れないように強度を高めるために、半導体基板１０を支持する。半導体基
板１０および支持基板２０は、例えばシリコン基板である。
【００１０】
　半導体基板１０と支持基板２０とは、半導体基板１０の周縁部で接着層３１を介して貼
り合わされる。なお、接着層３１は、半導体基板１０の周縁部に設けられ、周縁部以外の
図示しない領域には剥離層が設けられている。接着層３１は、支持基板２０の外周から所
定の範囲内、例えば数ｍｍの範囲内に設けられる。接着層３１は、例えば紫外光を照射し
たときに半導体基板１０および支持基板２０から剥がれる樹脂材料を含む。接着層３１に
は、例えばウレタン系樹脂またはエポキシ樹脂などが用いられる。剥離層は、接着機能を
有さない樹脂材料を含む。接着層３１および剥離層は、例えば数十μｍの厚さとされる。
【００１１】
　構造体１００は、半導体基板１０及び支持基板２０が接着層３１によって貼り合わされ
た構造である。すなわち、構造体１００は、半導体基板１０、支持基板２０、及び、接着
層３１を含む。半導体基板１０と支持基板２０とは接着層３１により接着されている。構
造体１００の周縁部には、半導体基板１０および接着層３１と、支持基板２０の一部と、
が除去された段差構造５０が設けられている。段差構造５０は、支持基板２０の表面に垂
直な方向に沿って形成された面である段差部５０ａと、支持基板２０の表面に沿って形成
された面である平坦部５０ｂとを有する。段差構造５０の平坦部５０ｂは、支持基板２０
に含まれる。この平坦部５０ｂが電極接触領域５１となる。電極接触領域５１は、フェイ
スダウン方式の噴流めっき処理の際に電極が押し当てられる部分である。なお、段差構造
５０は、接着層３１が設けられる範囲に配置される。
【００１２】
　周縁部に段差構造５０を有する構造体１００の上面には、めっき処理時の電極層となる
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シード層３５が設けられる。シード層３５は、導電性材料を含む。シード層３５は、例え
ば、Ｃｕ膜である。また、Ｃｕ膜の半導体基板１０中への拡散を抑制するために、シード
層３５は、Ｔｉ膜などのバリアメタル膜を有していてもよい。シード層３５は、支持基板
２０の段差構造５０の平坦部５０ｂ、段差部５０ａ、半導体基板１０の上面および半導体
基板１０に設けられる貫通孔１１の内面および孔底を覆うように設けられる。
【００１３】
　シード層３５は構造体１００の全面を覆っていてもよい。あるいは構造体１００の一部
にシード層３５に覆われていない部分があってもよい。
【００１４】
　シード層３５が設けられた半導体基板１０の上面の所定の位置には、レジストパターン
４２が設けられる。レジストパターン４２は、半導体基板１０の貫通孔１１の位置に対応
した開口部４２ａを有する。開口部４２ａは、バンプの形成位置に対応している。開口部
４２ａの開口径は、貫通孔１１の開口径よりも大きくなっている。
【００１５】
　ここで、電極接触領域５１に隣接する半導体基板１０の上面の周縁部が、めっき処理時
のシール部材２２２が接触されるシール接触領域５２となる。
【００１６】
　このように、第１の実施形態による半導体装置１では、めっき処理時に電極が押し当て
られる電極接触領域５１を半導体基板１０ではなく、支持基板２０に設けたので、めっき
処理時に電極が半導体基板１０に押し当てられることがない。
【００１７】
　ここで、半導体装置１のめっき処理に使用されるフェイスダウン方式の噴流めっき装置
の構成について説明する。図２は、めっき装置の構成の一例を模式的に示す図である。め
っき装置２００は、めっき液２１０を貯留し、めっき処理が実行されるめっき槽２０１と
、めっき槽２０１の上部に実施形態による半導体装置１を保持する基板保持部２０２と、
を有する。基板保持部２０２は、半導体装置１の被処理面（めっき面）を下向きにして半
導体装置１を保持する。図１の例では、シード層３５が形成されている面を下向きにして
半導体装置１が保持される。
【００１８】
　めっき装置２００は、めっき液２１０を貯留するめっき液貯留槽２０３と、めっき液貯
留槽２０３内のめっき液２１０をめっき槽２０１の下部へと供給するポンプ２０４と、ポ
ンプ２０４で供給されるめっき液２１０中の異物を除去するフィルタ２０５と、めっき液
貯留槽２０３、ポンプ２０４、フィルタ２０５およびめっき槽２０１とを接続する配管２
０６と、を有する。
【００１９】
　めっき装置２００は、めっき槽２０１の外側に配置され、めっき槽２０１からオーバフ
ローしためっき液２１０を回収する回収槽２０７を備える。回収槽２０７の底部には、排
出口２０７ａが設けられる。排出口２０７ａは、めっき液貯留槽２０３と配管２０６によ
って接続される。
【００２０】
　基板保持部２０２は、電極２２１と、シール部材２２２と、を有する。電極２２１は、
半導体装置１の周縁部に沿って複数設けられる。シール部材２２２は、電極２２１が接触
される半導体装置１の周縁部を覆うように設けられる。つまり、基板保持部２０２に半導
体装置１を保持させると、図１のシール接触領域５２と電極接触領域５１とが覆われ、そ
の他の領域が露出した状態となる。また、電極２２１は、シール部材２２２で覆われてい
るため、めっき液２１０と接触することがない。電極２２１は半導体装置１の周縁部と複
数点で接触する。
【００２１】
　めっき装置２００は、めっき槽２０１の内の底部に設けられるＣｕからなる電極２３１
と、電源２３２と、を有する。電源２３２は、配線によって、めっき槽２０１の底部に設
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けられる電極２３１と、基板保持部２０２に設けられる電極２２１と、に接続される。電
極２３１は、電源２３２の正極と接続され、基板保持部２０２の電極２２１は、電源２３
２の負極と接続される。つまり、電極２３１はアノードとなり、電極２２１は、カソード
となる。
【００２２】
　めっき槽２０１内には、アノードメンブレン２１１が設けられる。アノードメンブレン
２１１は、めっき槽２０１内で、カソード側のめっき液２１０ａと、アノード側のめっき
液２１０ｂと、を仕切るイオン交換可能なフィルタである。また、めっき槽２０１のカソ
ード側のめっき液２０１ａが存在する側には、めっき液２１０の整流および清浄化を行う
めっき液拡散フィルタ２１２が設けられる。
【００２３】
　このようなめっき装置２００では、基板保持部２０２に半導体装置１を保持させ、半導
体装置１がめっき槽２０１のめっき液２１０に接触するように配置した状態で、ポンプ２
０４によってめっき液貯留槽２０３内のめっき液２１０を、フィルタ２０５を介してめっ
き槽２０１の底部から噴出させる。このとき、電源２３２から電極２３１と電極２２１（
半導体装置１のシード層３５）との間に所定の電圧を印加することによって、電極２３１
と半導体装置１のシード層３５との間にめっき電流が流れ、めっき液２１０と接触してい
るシード層３５上にめっき膜が形成される。
【００２４】
　つぎに、半導体装置１の製造方法について説明する。図３－１～図３－４は、第１の実
施形態による半導体装置の製造方法の手順の一例を示す一部断面図である。これらの図で
は、半導体装置の周縁部分のみを図示している。
【００２５】
　まず、図３－１（ａ）に示されるように、半導体基板１０の第１面１０ａと、支持基板
２０と、を、接着層３１を介して貼り合わせた構造体１００を形成する。半導体基板１０
の第１面１０ａには、図示しないが素子および配線層を含むデバイス層１２が配置されて
いる。なお、接着層３１は、半導体基板１０および支持基板２０の周縁部に設けられ、そ
の他の部分には図示しない剥離層が設けられる。半導体基板１０は、まだ研削処理がなさ
れておらず、１００μｍよりも厚い厚さを有する。支持基板２０は、めっき処理中の電極
の押し当てによってクラックが入らない厚さを有すればよく、例えば７００μｍである。
接着層３１は、例えば数十μｍの厚さを有する。支持基板２０として、シリコン基板など
を用いることができる。
【００２６】
　ついで、図３－１（ｂ）に示されるように、半導体基板１０の厚さが３０～１００μｍ
となるように、第１面１０ａに対向する第２面１０ｂ側から研磨装置などによって半導体
基板１０が研磨される。
【００２７】
　その後、図３－２（ｃ）に示されるように、構造体１００の周縁部を、機械研磨などの
方法によって、半導体基板１０の第２面１０ｂ側から研削し、段差構造５０を形成する。
ここでは、周縁部において、半導体基板１０と接着層３１とを完全に除去し、支持基板２
０の上部が一部除去される。これによって、構造体１００の周縁部では、支持基板２０が
露出し、周縁部よりも内側では半導体基板１０が露出する。段差構造５０の平坦部５０ｂ
は、電極接触領域５１となり、電極接触領域５１に隣接する半導体基板１０上の領域がシ
ール接触領域５２となる。
【００２８】
　ついで、構造体１００の半導体基板１０が配置される側の上面にレジストを塗布し、露
光処理および現像処理を行って、貫通孔１１の形成位置が開口したレジストパターン４１
を形成する。その後、図３－２（ｄ）に示されるように、レジストパターン４１をマスク
として、ＲＩＥ（Reactive　Ion　Etching）法などの異方性エッチングによって、基板１
０の第１面１０ａに配置されたデバイス層１２に到達するまで半導体基板１０をエッチン
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グする。これによって、レジストパターンの開口の位置に対応して、半導体基板１０に貫
通孔１１が形成される。貫通孔１１の孔底には配線層（図示しない）が露出している。
【００２９】
　レジストパターン４１を除去した後、図３－３（ｅ）に示されるように、構造体１００
の半導体基板１０が配置される側の上面に、シード層３５を形成する。シード層３５は、
段差構造５０の段差部５０ａ、および貫通孔１１内の側面を覆うことができるスパッタ法
などの成膜法によって形成される。例えば、数百ｎｍの厚さのＴｉからなるバリアメタル
膜と、６００ｎｍの厚さのＣｕ膜と、を積層させることによって、シード層３５が形成さ
れる。
【００３０】
　その後、図３－３（ｆ）に示されるように、構造体１００の半導体基板１０が配置され
る側の上面に、レジストを塗布し、露光処理および現像処理を行って、バンプの形成位置
が開口したレジストパターン４２を形成する。バンプの形成位置は、貫通孔１１の形成位
置と重なる。レジストパターン４２の開口部４２ａの径は、貫通孔１１の開口径に比して
大きくされる。また、レジストパターン４２は段差構造５０の平坦部５０ｂ上には形成さ
れない。これによって、半導体基板１０の電極膜を形成したい位置と、段差構造５０の部
分と、で、シード層３５が露出する。
【００３１】
　ついで、図３－４（ｇ）に示されるように、めっき装置２００の基板保持部２０２に構
造体１００を保持させる。これによって、基板保持部２０２の電極２２１は、電極接触領
域５１でシード層３５と接触し、シール部材２２２は、シール接触領域５２でレジストパ
ターン４２と接触し、電極２２１を覆う。図から明らかなように、電極接触領域５１には
、半導体基板１０は存在しないので、電極２２１による押さえつけで半導体基板１０にク
ラックが入ることはない。また、半導体基板１０の厚さは、３０μｍ以上であるので、レ
ジストパターン４２を介してシール部材２２２と接触する部分でも、半導体基板１０にク
ラックが入る可能性は極めて小さい。
【００３２】
　半導体基板１０を図２のめっき槽２１０内のめっき液２１０に接触させた状態で、めっ
き装置２００によってめっき処理を行う。図２で、電源２３２によって基板保持部２０２
の電極２２１およびめっき槽２０１の底部に設けられる電極２３１との間に電圧が印加さ
れると、めっき液２１０内でシード層３５が露出した領域で電極膜が形成される。すなわ
ち、電極膜は、貫通孔１１内および開口部４２ａ内を埋めるように形成される。
【００３３】
　図３－４（ｈ）に示すように、めっき処理が終了した後、溶解、アッシング等によりレ
ジストを削除する。これによって、半導体基板１０の貫通孔１１内には、貫通配線４３１
が形成され、半導体基板１０の第２面側には、貫通配線４３１と一体的に形成されたパッ
ド４３２が形成される。そして、レジストパターン４２を除去することによって、第１の
実施形態による半導体装置１が得られる。
【００３４】
　第１の実施形態では、３０～１００μｍの厚さの半導体基板１０を支持基板２０と接着
層３１を介して貼り合せた構造体１００の周縁部で、半導体基板１０および接着層３１と
、支持基板２０の一部と、を除去した段差構造５０を設け、段差構造５０の平坦部５０ｂ
を電極接触領域５１とした。めっき処理時に、電極接触領域５１に電極２２１を押し当て
、電極接触領域５１よりも内側の半導体基板１０上に設けられたレジストパターン４２に
シール部材２２２を接触させた。これによって、基板保持部２０２の電極２２１が半導体
基板１０と接触しないので、めっき処理時に、半導体基板１０にクラックが入ることを防
ぐことができる。これによって、薄くされた半導体基板１０の破損が防止される。
【００３５】
（第２の実施形態）
　図４は、半導体基板がさらに薄くなった場合のめっき処理の様子を模式的に示す一部断
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面図である。なお、第１の実施形態で説明したものと同一の構成要素には同一の符号を付
してその説明を省略する。図４は、半導体装置をめっき装置２００の基板保持部２０２に
保持させて、めっき処理を行っている状態を模式的に示している。なお、ここでは、半導
体基板１０の厚さが、第１の実施形態の場合よりもさらに薄く、３０μｍ未満である場合
を示している。半導体基板１０の厚さが３０μｍを下回ると、シール部材２２２との接触
位置に対応する半導体基板１０の位置にクラック６０が発生してしまう可能性が高くなる
。そこで、第２の実施形態では、シール接触領域５２での半導体基板１０へのクラック６
０の発生を抑制する半導体装置１について説明する。
【００３６】
　図５は、第２の実施形態による半導体装置の構成の一例を模式的に示す一部断面図であ
る。ここでは、半導体装置１をめっき装置２００の基板保持部２０２に保持させた状態を
示している。図５に示されるように、段差構造５０の平坦部５０ｂの径方向の長さが第１
の実施形態の場合よりも長い。そして、この平坦部５０ｂで、基板保持部２０２の電極２
２１およびシール部材２２２が接触する構造となる。つまり、平坦部５０ｂに、電極接触
領域５１とシール接触領域５２とが設けられる。
【００３７】
　平坦部５０ｂにシール接触領域５２を設けるようにしたので、半導体基板１０上から、
平坦部５０ｂのシール接触領域５２までの領域がレジストパターン４２で覆われることに
なる。平坦部５０ｂ内のレジストパターン４２で覆われた領域がシール接触領域５２とな
る。
【００３８】
　半導体基板１０の厚さは、上記したように第１の実施形態の場合よりも薄く、０μｍよ
りも厚く、３０μｍ未満となる。なお、第１の実施形態と同一の構成要素には、同一の符
号を付して、その説明を省略する。また、このような半導体装置１の製造方法も、第１の
実施形態で説明したものと同様であるので、その説明を省略する。
【００３９】
　メッキ処理の際には、電極２２１は、平坦部５０ｂの電極接触領域５１上に配置され、
シール部材２２２は、平坦部５０ｂのシール接触領域５２上に配置される。つまり、電極
２２１およびシール部材２２２は、半導体基板１０上には配置されないので、電極２２１
およびシール部材２２２が半導体装置１を押し付けても、半導体基板１０にクラックが発
生してしまうことを抑制することができる。
【００４０】
　第２の実施形態では、３０μｍ未満の厚さの半導体基板１０を支持基板２０と接着層３
１を介して貼り合せた構造体１００の周縁部で、半導体基板１０および接着層３１と、支
持基板２０の一部と、を除去した段差構造５０を設けた。めっき処理時に、平坦部に電極
およびシール部材２２２を押し当てた。これによって、基板保持部２０２の電極２２１お
よびシール部材２２２が半導体基板１０と接触しないので、めっき処理時に、半導体基板
１０にクラックが入ることを防ぐことができる。その結果、薄くされた半導体基板１０の
破損が防止される。
【００４１】
（第３の実施形態）
　図６は、第３の実施形態による半導体装置の構成の一例を模式的に示す一部断面図であ
る。ここでは、半導体装置１をめっき装置２００の基板保持部２０２に保持した状態を示
している。第３の実施形態では、半導体装置１の周縁部で、半導体基板１０を除去し、接
着層３１の一部を除去して段差構造５０を構成している。つまり、平坦部５０ｂは、接着
層３１に含まれる。このような構成によっても、めっき装置２００の基板保持部２０２の
電極２２１およびシール部材２２２が半導体基板１０に接触することがないので、電極２
２１およびシール部材２２２の押し付けによって、半導体基板１０にクラックが発生する
ことがない。なお、第１および第２の実施形態で説明したものと同一の構成要素には、同
一の符号を付してその説明を省略する。また、第３の実施形態を第１の実施形態に適用し
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【００４２】
　第３の実施形態では、段差構造５０の段差部５０ａの高さを、第２の実施形態に比して
小さくした。これによって、シード層３５の段差およびレジストパターン４２の段差が小
さくなり、シード層３５またはレジストパターン４２の段差部５０ａでの段切れの発生を
第２の実施形態の場合に比して抑制することができる。つまり、段差構造５０でシード層
３５およびレジストパターン４２のカバレッジ性に優れた構造を提供することができると
いう効果を第２の実施形態の効果に加えて得ることができる。
【００４３】
　また、第１および第２の実施形態による半導体装置１では、貫通配線およびパッドを形
成した後、例えば接着層３１に紫外線を当てて半導体基板１０が支持基板２０から剥され
る。第１および第２の実施形態では、段差構造５０の形成によって周縁部が研削されてい
るので、支持基板２０は廃棄される。一方、第３の実施形態による半導体装置１では、支
持基板２０は段差構造５０の形成の際に研削されていないので、支持基板２０を使い回す
ことができ、半導体装置１の製造コストを低減させることもできる。
【００４４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４５】
　１　半導体装置、１０　半導体基板、１０ａ　第１面、１０ｂ　第２面、１１　貫通孔
、２０　支持基板、３１　接着層、３５　シード層、４１，４２　レジストパターン、４
２ａ　開口部、５０　段差構造、５０ａ　段差部、５０ｂ　平坦部、５１　電極接触領域
、５２　シール接触領域、１００　構造体、２２１　電極、２２２　シール部材、４３１
　貫通配線、４３２　パッド。
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